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[はじめに] 線幅 15 nm 以下の半導体製造技術では、極端紫外線リソグラフィーが半導体量産技術

として使われることになっている。現在の EUV リソグラフィーでは、化学増幅系レジストを中心に

高解像度に向けた様々な研究が行われている。しかしながら、10 nm以降では、化学増幅系レジスト

の拡散長が解像性能に影響を及ぼす。そこで、非化学増幅系レジストについて、解像性能向上を検討

したので報告する。我々が評価に用いたレジストは、高コントラストが期待できる、新規のアクリ

ルスチレン共重合体からなる主鎖切断型レジストである。このレジストを使用し、解像度向上を目

的に、低温現像による解像度向上について評価した。 

[実験方法]  Fig, 1に放射光施設 New SUBARU の BL09B ビームラインの干渉露光系に用いられてい

る EUV光による 2光束干渉露光の概要を示す。この装置では 2光束の透過型回折格子により、 

22.5 nm、20.0 nm、17.5 nm、15.0 nmの L/S パタンを形成することができる。本研究では、この干渉

露光装置を用いて、現像液の温度と解像度の違いを比較するために、現像液の温度を 0℃、10℃、室

温（23℃）に変化させ解像度評価を進めた。現像液には o-キシレンを、リンス液にはイソプロピル

アルコールを用いた。 

[結果と考察]  Fig, 2に、現像液の温度と得られたレジストのSEM像を示す。温度条件を比較すると、

低温の現像液を用いた方が、感度の劣化が見られたが解像性能が向上した。現像過程では、レジス

トポリマーの分子と分子の間に、現像液（有機溶剤）の分子が浸透し、レジストが膨潤する。そ

の後、レジストポリマーに比べて、現像液分子の分散力が、ポリマーの分子間力に勝り、現像液

に分散（=現像=パターニング）し、現像が完了する。現像液が低温になることで、未露光部の

現像速度が大きく低下し、露光部と未露光部の溶解速度差が向上するために、解像度が向上した

と考えられる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig, 1 干渉露光装置の概要          Fig, 2 現像液の温度を変化させたときの 
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